
书书书

第３６卷　第２期 中　国　激　光　　 Ｖｏｌ．３６，Ｎｏ．２

２００９年２月 犆犎犐犖犈犛犈犑犗犝犚犖犃犔犗犉犔犃犛犈犚犛　　 犉犲犫狉狌犪狉狔，２００９

文章编号：０２５８７０２５（２００９）０２０３２８０５

利用时域太赫兹波谱法的超高电场下砷化镓
内能带耦合现象研究

朱亦鸣１，２　张大伟１　何波涌２　庄松林１

（１ 上海理工大学光学与电子信息工程学院，上海２０００９３；２ 上海交通大学微电子学院，上海２００２４０）

摘要　利用时域太赫兹波谱系统，研究了超高电场下砷化镓中的非平衡载流子的动态运动过程。研究发现，当电

场小于５０ｋＶ／ｃｍ时，电子运动所辐射出的太赫兹波信号的最初峰值Δ犈ＴＨｚ（对应电子在Γ谷中的加速）随着电场

的增加不断增大；当电场大于５０ｋＶ／ｃｍ时，Δ犈ＴＨｚ随着电场的增大逐渐衰减并最终达到饱和。这一实验结果表明，

当电场强度大于５０ｋＶ／ｃｍ时，由砷化镓中的电子的有效加速质量随着电场的增加而显著地增加（在３００ｋＶ／ｃｍ的

情况下电子的有效加速质量约为低电场时的３０倍）。导致这一结果的原因是在超高电场的情况下砷化镓中的能

带会发生强烈的混合。
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１　引　　言

近几年随着超小电子器件的发展，超快的三极

管的工作频率已经超过了５００ＧＨｚ
［１］。在此类器件

中，载流子在沟道中的输运方式是非平衡状态下的

弹道加速模式而不是传统的扩散模式。因此研究高

场下半导体内非平衡载流子的超快输运被视为设计

超高速电子器件的关键所在，正受到半导体物理学

和工业界的广泛关注。

虽然已有不少文章报道了高电场下半导体内电

子的稳态运动［２～６］，但只有少数是关于电子的非平

衡动态运动的［７～１２］。近年随着太赫兹技术的发

展［１３，１４］，科学家们利用时域太赫兹波谱法［１５～１７］观察

到了亚皮秒尺度下电子的动态运动。如１９９９年德

国科学家Ｌｅｉｔｅｎｓｔｏｒｆｅｒ等
［９，１０］利用探测到的高电场

加速半导体内电子产生的太赫兹波（犈ＴＨｚ），再结合

电子运动所辐射出的犈ＴＨｚ与电子的加速度成正比

这一事实，首先在实验上观测到了在１０ｆｓ尺度下电

子的过热现象。
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本文利用时域太赫兹波谱法，通过飞秒脉冲激

光激发本征超纯砷化镓层中的电子和空穴对，收集

并探测被电场加速而高速运动的电子所辐射出的太

赫兹波，从而研究高电场下砷化镓中载流子的非平

衡输运过程。

２　实　　验

实验采用的两块样品是使用分子束外延技术

（ＭＢＥ），在ｎ型的砷化镓基板上（００１）方向生长未掺

杂的本征砷化镓层而形成的二极管。样品１为ｍｉｎ

型结构的二极管，其中间的本征砷化镓层厚１μｍ。样

品２也为ｍｉｎ型结构的二极管，其中间的本征砷化

镓层厚１８０ｎｍ。为了能让激光照射到样品的本征超

纯砷化镓层来激发电子空穴对，使用半透明的ＮｉＣｒ

合金蒸发在本征超纯砷化镓层表面来形成肖特基势

垒。同时，ＡｕＧｅＮｉ合金蒸发在ｎ型的砷化镓基板背

面，形成欧姆接触。外加电场通过ＮｉＣｒ和 ＡｕＧｅＮｉ

形成的电极加在本征超纯砷化镓层上。

重复频率为７６ＭＨｚ的Ｔｉ∶ｓａｐｐｈｉｒｅ锁模飞秒

激光器产生脉冲半峰全宽（ＦＷＨＭ）为１１０ｆｓ的脉

冲入射到样品上，用于激发本征超纯砷化镓层中的电

子和空穴对。飞秒脉冲光的平均功率约为１０ｍＷ，

照射到窗口大小约为０．５ｍｍ×１．０ｍｍ的样品表

面。在这样的激发条件下，在本征超纯砷化镓层内，

产生的电子密度约为５×１０１４ｃｍ－３，从而能有效地

避免Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ效应。入射的飞秒脉冲的中心波长

在室温下（３００Ｋ）为８７１ｎｍ，在低温情况下（１０Ｋ）

为８１８ｎｍ。这样激光脉冲的中心能量正好能保证

激发的电子在砷化镓导带底部（空穴在价带的底

部）。从样品中辐射出的太赫兹电磁场的时域波形通

过电光取样的方法记录下来。实验使用１００μｍ厚的

ＺｎＴｅ晶体作为探测器，其响应频谱范围约为０～４

ＴＨｚ
［１８～２０］。通过测量样品的强度与电压（犐犞）曲

线，可以推算出样品本身的肖特基势垒的高度约为

０．７２ｅＶ（３００Ｋ），从而准确地估算出样品的内建电

场（内建电场强度为样品本身的肖特基势垒所产生

的电场和外加电场的总和）。另外，由于砷化镓中空

穴的有效质量远大于电子，可认为空穴相对于电子

来说几乎是静止的，所探测到的太赫兹电磁场信号

是由电子的加速、减速运动单方面引起的。

具体的实验装置（时域太赫兹波谱系统）如图１

所示。１００ｆｓ左右的飞秒脉冲激光被分束镜分成抽

运光和探测光。抽运光照射到砷化镓样品上，激发

出本征超纯砷化镓层中的电子和空穴对。电子和空

穴对被外加电场加速，并向空间辐射出电磁波。空

间电磁波被收集，和探测光一起被聚焦在ＺｎＴｅ电

光晶体上，运用电光取样技术，探测空间电磁波

犈ＴＨｚ，从而得到电子的动态运动状态（加速、减速）。

图１ 时域太赫兹波谱系统实验装置图

Ｆｉｇ．１ Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｅｔｕｐｏｆｔｈｅｔｉｍｅｄｏｍａｉｎｔｅｒａｈｅｒｔｚｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙｓｙｓｔｅｍ

３　实验结果与讨论

３００Ｋ时样品１（包含１μｍ厚的本征超纯砷化

镓层的ｍｉｎ型二极管）和样品２（包含１８０ｎｍ厚的

本征超纯砷化镓层的 ｍｉｎ型二极管）在不同外加

电场犉下辐射出的太赫兹电磁场的时域波形如图２

所示。一般情况下，时域波形的原点（狋＝０）非常难

确定。实 验 采 用 熵 最 大 法 （Ｍａｘｉｍｕｍ ｅｎｔｒｏｐｙ

ｍｅｔｈｏｄ）
［２１～２３］来定义波形的时间原点如图２所示。

确定的太赫兹电磁场时域波形原点（狋＝０）的误差为

±３０ｆｓ。

９２３
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图２ ３００Ｋ时，不同样品不同外加电场犉下辐射出的太赫兹电磁场的时间域波形。（ａ）样品１；（ｂ）样品２

Ｆｉｇ．２ ＴｅｍｐｏｒａｌｗａｖｅｆｏｒｍｓｏｆＴＨｚｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄ（犈ＴＨｚ）ｅｍｉｔｔｅｄｆｒｏｍｍｉｎｄｉｏｄｅｓａｔ３００Ｋａｎｄｄｉｆｆｅｒｅｎｔｂｉａｓｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄｓ

ｆｏｒ（ａ）ｓａｍｐｌｅ１；（ｂ）ｓａｍｐｌｅ２

　　从图２可以清楚地看到砷化镓样品辐射出的太

赫兹波有着双极特性：一个初始的峰值和一个随后

的谷值。这一现象来自于砷化镓中电子速度的过热

效应［９］。此外还发现，当外加电场犉＜５０ｋＶ／ｃｍ

时，犈ＴＨｚ的幅度随着电场的增加而增加；当外加电场

犉＞５０ｋＶ／ｃｍ时，犈ＴＨｚ的幅度随着电场的增加而逐

步减小。

受飞秒脉冲激光激发的载流子被电场加速，将

形成瞬时电流犑，并同时向空间辐射出电磁波。从

麦克斯韦方程中，知道瞬时电流犑和电磁波犈ＴＨｚ之

间的关系可以表达为

犈ＴＨｚ∝
犑

狋
． （１）

采用经典力学中的电子有效质量近似模型，在Γ谷

谷底，犈ＴＨｚ可以表达为

犈ＴＨｚ∝
犲犉

犿
Γ

， （２）

其中犿
Γ 为电子在Γ 谷中的有效质量，犲为电子的

电量。因此，如果犿
Γ 是常数，则犈ＴＨｚ应该与电场强

度犉成正比。

由于瞬时电流犑 与载流子的速度成正比，因

此，可以认为犈ＴＨｚ与载流子的加速度成正比，即电

子的加速度与其所辐射出来的空间电磁波的强度成

正比。所以由电子运动所辐射出来的太赫兹波

犈ＴＨｚ的正值表示电子的加速，负值表示电子的减速。

基于此，犈ＴＨｚ的初始的峰值可以被解释为电子在Γ

谷中的加速，而随后的谷值可以解释为电子由于被

谷间散射，从Γ谷到了犡 和犔 谷，因为电子的有效

质量（犿
Γ ＝０．０６７犿０；犿


犔 ＝０．３５犿０）的突然加大而

发生的减速。

图３ 太赫兹加速信号最初的峰值Δ犈ＴＨｚ、电子的有效加

速质量（犿
犪 （犉）≡犲犉／Δ犈ＴＨｚ）和电场犉 的关系；样

　　品１（实心圆连线）和样品２（实心方块连线）

Ｆｉｇ．３ ＩｎｉｔｉａｌｐｅａｋｈｅｉｇｈｔｏｆＴＨｚｅｍｉｓｓｉｏｎ ｗａｖｅｆｏｒｍ

（Δ犈ＴＨｚ）ａｎｄｔｈｅａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｍａｓｓ［犿
犪 （犉）≡

犲犉／Δ犈ＴＨｚ］ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ ａｓ ａ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ｂｉａｓ

ｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄ（犉）ｆｏｒｓａｍｐｌｅ１（ｃｉｒｃｌｅｓｌｉｎｅ）ａｎｄ

　　　　　ｓａｍｐｌｅ２（ｓｑｕａｒｅｓｌｉｎｅ）

图３显示了从样品１（实心圆连线表示）和样品

２（实心方块连线表示）中所辐射出的太赫兹波中的

最初加速信号Δ犈ＴＨｚ和电场犉的关系（以脉冲激光

激发的载流子的数量为标准，对太赫兹波的幅度进

行归一化）。当电场强度犉＜５０ｋＶ／ｃｍ时，和（２）式

０３３
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中预期的电子在Γ谷加速情况一样，Δ犈ＴＨｚ随着电

场的增加线性地增加。然而，当犉＞５０ｋＶ／ｃｍ时，

Δ犈ＴＨｚ随着电场的增加逐渐衰减并最终达到饱和。

在此定义电子的有效加速质量 犿
犪 （犉）≡

犲犉／Δ犈ＴＨｚ。不同电场犉 下电子的有效加速质量如

图３中点划线所示。可以看见，犿
犪 随着电场的增加

而增加，当犉＝３００ｋＶ／ｃｍ时，犿
犪 为低电场时候的

２０倍左右。

到目前为止，我们还不是很确定电子有效加速

质量增大的物理本质。历史上，的确也有科学家在

理论上得出在极高电场下、极短时间内，半导体内的

电子的有效质量会发生变化。在经典力学中，人们

采用电子有效质量近似模型，认为半导体中的电子

的有效质量为

犿 －１
ｅｆｆ ＝

１

珔犺
２


２犉

犽
２． （３）

　　然而，在极高电场下，这样的有效质量近似模型

可能发生问题。处在周期性势场中的Ｂｌｏｃｈ电子被

外加高电场加速时，在极短时间内，其有效质量应近

似等同于自由电子的质量［２４～２６］。

在这些理论研究的基础上，我们认为电子的有

效加速质量的显著增大其物理本质极有可能是高电

场下，砷化镓中的能带发生混合造成的。在如此高

电场的情况下，ＷａｎｎｉｅｒＳｔａｒｋｌａｄｄｅｒ将形成，相邻

的 ＷａｎｎｉｅｒＳｔａｒｋ本征能级之间的能量间隔为犲犉犪

（其中犪为晶格常数，在砷化镓中为０．５６ｎｍ）；而在

每个 ＷａｎｎｉｅｒＳｔａｒｋ的本征能级上，电子能量的不

确定性应和电子被散射的时间成反比（常温下在砷

化镓中电子的平均散射时间主要由纵光学声子的散

射率决定，约为０．１５ｐｓ），其值约为３ｍｅＶ。我们发

现，犉＝５０ｋＶ／ｃｍ是一个非常特殊的电场强度。当

电场犉＞５０ｋＶ／ｃｍ时，相邻的 ＷａｎｎｉｅｒＳｔａｒｋ本征

能级之间的能量间隔将大于本征能级上电子能量的

不确定性。这个时候，ＷａｎｎｉｅｒＳｔａｒｋｌａｄｄｅｒ将形

成，电子将围绕某个 ＷａｎｎｉｅｒＳｔａｒｋ本征能级以本

征波函数形式进行传播（运动），而非实物粒子形式。

在高电场情况下，Γ谷内电子的本征波函数将非常

容易穿透到犔（犡）谷中，并和犔（犡）谷中的波函数发

生强烈的耦合，从而改变电子波函数中参数犿
Γ 的

值，即改变了电子初始的有效质量。

４　结　　论

借助时域太赫兹谱方法，探测砷化镓中被电场

加速而高速运动的载流子所辐射出的太赫兹波，对

高电场下砷化镓中的非平衡电子的飞秒加速进行了

全面的研究。发现当电场小于５０ｋＶ／ｃｍ时，由砷

化镓中电子的加速所引起的太赫兹信号的最初的峰

值Δ犈ＴＨｚ（成正比于电子在Γ谷的加速），随着电场

的增大而线性增大。当电场大于５０ｋＶ／ｃｍ 时，

Δ犈ＴＨｚ随着电场的增大而衰减最终达到饱和。这一现

象表明在高电场下，砷化镓中的电子的有效加速质量

随着电场增加而显著地增加。导致这一结果的原因

是随着电场的增大，砷化镓中的能带发生强烈的混

合，从而造成了电子的有效加速质量的增大。

致谢　感谢日本东京大学生产技术研究所 Ｋ．

Ｈｉｒａｋａｗａ研究室为我们提供的样品。同时，也感谢

Ａ．Ｌｅｉｔｅｎｓｔｏｒｆｅｒ教授和Ｌ．Ｒｅｇｇｉａｎｉ教授在实验和

理论方面给予指导。
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１９９２，犃１９（３）：１７６～１７９

１８Ｑ．Ｗｕ，Ｘ．Ｃ．Ｚｈａｎｇ．Ｆｒｅｅｓｐａｃｅｅｌｅｃｔｒｏｏｐｔｉｃｓｓａｍｐｌｉｎｇｏｆｍｉｄ

ｉｎｆｒａｒｅｄｐｕｌｓｅｓ［Ｊ］．犃狆狆犾．犘犺狔狊．犔犲狋狋．，１９９７，７１（１０）：１２８５～

１２８６

１９Ｑ．Ｗｕ，Ｘ．Ｃ．Ｚｈａｎｇ．７ｔｅｒａｈｅｒｔｚｂｒｏａｄｂａｎｄＧａＰｅｌｅｃｔｒｏｏｐｔｉｃ

ｓｅｎｓｏｒ［Ｊ］．犃狆狆犾．犘犺狔狊．犔犲狋狋．，１９９７，７０（１４）：１７８４～１７８６

２０Ａ．Ｌｅｉｔｅｎｓｔｏｒｆｅｒ，Ｓ．Ｈｕｎｓｃｈｅ，Ｊ．Ｓｈａｈ犲狋犪犾．．Ｄｅｔｅｃｔｏｒｓａｎｄ

ｓｏｕｒｃｅｓｆｏｒｕｌｔｒａｂｒｏａｄｂａｎｄｅｌｅｃｔｒｏｏｐｔｉｃｓａｍｐｌｉｎｇ：Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ

ａｎｄｔｈｅｏｒｙ［Ｊ］．犃狆狆犾．犘犺狔狊．犔犲狋狋．，１９９９，７４（１１）：１５１６～１５１８

２１Ｅ．Ｍ．Ｖａｒｔｉａｎｅｎ，Ｋ．Ｅ．Ｐｅｉｐｏｎｅｎ，Ｔ．Ａｓａｋｕｒａ．Ｐｈａｓｅｒｅｔｒｉｅｖａｌ

ｉｎｏｐｔｉｃａｌｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ：Ｒｅｓｏｌｖｉｎｇｏｐｔｉｃａｌｃｏｎｓｔａｎｔｓｆｒｏｍｐｏｗｅｒ

ｓｐｅｃｔｒａ［Ｊ］．犃狆狆犾．犛狆犲犮狋狉狅狊犮．，１９９６，５０（１０）：１２８３～１２８９

２２Ｅ．Ｍ．Ｖａｒｔｉａｉｎｅｎ，Ｙ．Ｉｎｏ，Ｒ．Ｓｈｉｍａｎｏ犲狋犪犾．．Ｎｕｍｅｒｉｃａｌｐｈａｓｅ

ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ ｔｅｒａｈｅｒｔｚ ｔｉｍｅｄｏｍａｉｎ ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ

ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．犑．犃狆狆犾．犘犺狔狊．，２００４，９６（８）：４１７１～４１７５

２３Ｅ．Ｇｏｒｎｏｖ，Ｅ．Ｍ．Ｖａｒｔｉａｉｎｅｎ，Ｋ．Ｅ．Ｐｅｉｐｏｎｅｎ．Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆ

ｓｕｂｔｒａｃｔｉｖｅＫｒａｍｅｒｓＫｒｏｎｉｇａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｍａｘｉｍｕｍｅｎｔｒｏｐｙｍｏｄｅｌ

ｉｎｒｅｓｏｌｖｉｎｇｐｈａｓｅｆｒｏｍｆｉｎｉｔｅｓｐｅｃｔｒａｌｒａｎｇｅｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅｄａｔａ［Ｊ］．

犃狆狆犾．犗狆狋．，２００６，４５（２５）：６５１９～６５２４

２４Ｒ．Ｐｅｉｅｒｌｓ．Ｂｅｍｅｒｋｕｎｇｅｎｚｕｒｔｈｅｏｒｉｅｄｅｒｍｅｔａｌｌｅ［Ｊ］．犣．犘犺狔狊犻犽，

１９３４，８８：７８６～７９１

２５Ｄ． Ｐｆｉｒｓｃｈ， Ｅ． Ｓｐｅｎｋｅ． Ｄｉｅ ｅｆｆｅｋｔｉｖｅ ｍａｓｓｅ ｅｉｎｅｓ

ｋｒｉｓｔａｌｌｅｌｅｋｔｒｏｎｓｕｎｄｄａｓＥｈｒｅｎｆｅｓｔｓｃｈｅｔｈｅｏｒｅｍ［Ｊ］．犣．犘犺狔狊犻犽，

１９５４，１３７：Ｓ．３０９～Ｓ．３１２

２６Ｊ．Ｂ．Ｋｒｉｅｇｅｒ，Ｇ．Ｊ．Ｉａｆｒａｔｅ．ＱｕａｎｔｕｍｔｒａｎｓｐｏｒｔｆｏｒＢｌｏｃｈ

ｅｌｅｃｔｒｏｎｓｉｎａｓｐａｔｉａｌｌｙｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄ［Ｊ］．犘犺狔狊．犚犲狏．

犅，１９８７，３５（１８）：９６４４～９６５８

２３３


